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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月7日(2016.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電体膜の上に、前記導電体膜の側から順に、前記導電体膜よりも薄い第一層と、前記
第一層よりも厚い第二層と、前記第二層よりも薄い第三層とが、積層されてなる積層膜を
形成する工程と、
　前記積層膜の上に反射防止膜を介して形成されたフォトレジストマスクを用いて前記第
三層をドライエッチングすることで前記第三層から第一マスクを形成する工程と、
　前記第一マスクを用いて前記第二層をドライエッチングすることで前記第二層から第二
マスクを形成する工程と、
　前記第二マスクを用いて前記第一層をドライエッチングするのと並行して前記第一マス
クをドライエッチングすることで、前記導電体膜を露出させるとともに前記第一マスクを
除去する工程と、
　前記第二マスクを用いて前記導電体膜をドライエッチングすることで前記導電体膜から
導電体パターンを形成する工程と、を有し、
　前記導電体膜は、前記第一層よりも厚い第一導電体層と、前記第一導電体層の下に位置
する、前記第一導電体層よりも薄い第二導電体層とを含み、前記第一層および前記第三層
の少なくとも一方と前記第二導電体層は同じ材料からなることを特徴とする導電体パター
ンの形成方法。
【請求項２】
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　前記導電体パターンの上に前記第一層が残存した状態で、前記導電体パターンおよび前
記第一層を覆う絶縁体膜を形成する工程を有する、請求項１に記載の導電パターンの形成
方法。
【請求項３】
　前記導電体パターンの上に前記第一層および前記第二マスクが残存した状態で、前記導
電体パターン、前記第一層および前記第二マスクを覆う絶縁体膜を形成する工程を有する
、請求項１に記載の導電パターンの形成方法。
【請求項４】
　導電体膜の上に、前記導電体膜の側から順に、前記導電体膜よりも薄い第一層と、前記
第一層よりも厚い第二層と、前記第二層よりも薄い第三層とが、積層されてなる積層膜を
形成する工程と、
　前記積層膜の上に反射防止膜を介して形成されたフォトレジストマスクを用いて前記第
三層をドライエッチングすることで前記第三層から第一マスクを形成する工程と、
　前記第一マスクを用いて前記第二層をドライエッチングすることで前記第二層から第二
マスクを形成する工程と、
　前記第二マスクを用いて前記第一層をドライエッチングするのと並行して前記第一マス
クをドライエッチングすることで、前記導電体膜を露出させるとともに前記第一マスクを
除去する工程と、
　前記第二マスクを用いて前記導電体膜をドライエッチングすることで前記導電体膜から
導電体パターンを形成する工程と、を有し、
　前記導電体パターンの上に前記第一層および前記第二マスクが残存した状態で、前記導
電体パターン、前記第一層および前記第二マスクを覆う絶縁体膜を形成する工程を有する
ことを特徴とする導電体パターンの形成方法。
【請求項５】
　前記導電体膜は前記第一層よりも厚いアルミニウム層を含み、前記第一層は窒化チタン
層である、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の導電パターンの形成方法。
【請求項６】
　アルミニウム層を含む導電体膜の上に前記導電体膜の側から順に、前記導電体膜よりも
薄い第一層と、第一層よりも厚い第二層と、前記第二層よりも薄い第三層とが、積層され
てなる積層膜を形成する工程と、
　前記積層膜の上に形成されたフォトレジストマスクを用いて前記第三層をドライエッチ
ングすることで前記第三層から第一マスクを形成する工程と、
　前記第一マスクを用いて前記第二層をドライエッチングすることで前記第二層から第二
マスクを形成する工程と、
　前記第二マスクを用いて前記第一層をドライエッチングするのと並行して前記第一マス
クをドライエッチングすることで、前記アルミニウム層を露出させるとともに前記第一マ
スクを除去する工程と、
　前記第二マスクを用いて前記導電体膜をドライエッチングすることで前記導電体膜から
導電体パターンを形成する工程と、
　前記導電体パターンの上に前記第一層および前記第二マスクが残存した状態で、前記導
電体パターン、前記第一層および前記第二マスクを覆う絶縁体膜を形成する工程と、を有
することを特徴とする導電体パターンの形成方法。
【請求項７】
　前記第一層の前記ドライエッチングは、前記第一層に対するエッチングレートが前記導
電体膜に対するエッチングレートよりも高いエッチング条件で行う、請求項１乃至６のい
ずれか１項に記載の導電パターンの形成方法。
【請求項８】
　前記第一層は導電体層であり、前記第二層は絶縁体層である、請求項１乃至７のいずれ
か１項に記載の導電パターンの形成方法。
【請求項９】
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　前記第一層と前記第三層は同じ材料からなる、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の
導電パターンの形成方法。
【請求項１０】
　前記第二層および前記第三層は無機物層である、請求項１乃至９のいずれか１項に記載
の導電パターンの形成方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の導電パターンの形成方法を用いて配線を形成
する半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　フォトダイオードアレイと、レンズアレイと、前記フォトダイオードアレイと前記レン
ズアレイとの間に位置する配線と、を備え、フォトダイオードアレイに含まれるフォトダ
イオードの数が前記レンズアレイに含まれるレンズの数よりも大きい半導体装置の製造方
法であって、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の導電パターンの形成方法を用いて
前記配線を形成する半導体装置の製造方法。


	header
	written-amendment

